Ferenczi Odon okl. vilamosmérnok

JFET-méro adapter

A jFET-ek (térvezérlési tranzisztorok) alkalmazasa kedvelt az amat6rok, hobbistak aramkoreiben. Ezért
hasznos segitséget jelenthet az itt k6z6lt egyszert, s a gyakorlati munkaban jol hasznalhaté FET-mér(’i,

i

amely egy szokasos fesziiltségméréhoz csatlakoztathato. Lehet6vé teszi a vizsgalt FET meredekségének és
a source-ellenallas optimalis értékének kozvetlen leolvasasat.

Azok kedvéért, akik a témaval
kozelebbrol mindeddig még
nem ismerkedtek meg, de ér-
dekl6dnek a FET-ek hasznala-
ta, illetve a FET-mér6 megépi-
tése irant, roviden osszefoglal-
juk a FET-ekkel kapcsolatos
fontosabb tudnivalokat.

A FET-r6l1 sokszor azt allit-
jak, hogy az olyan normal tran-
zisztor, amelynek vezérlése ba-
zisaram helyett az igynevezett
gate-potenciallal (a kapunak is
nevezett gate elektrodara
adott feszultséggel) torténik.
Ezt a talz6 egyszertsitést két-
kedéssel kell fogadni, mert a
normal tranzisztor és a FET
mikodése kozott igen nagy a
kilonbség!

A FET harom elektrodaja: a
nyelonek is nevezett drain, a
forrasnak is nevezett source €s
az elobb emlitett gate. (A szer-
keszto megjegyzése: leteznek két-
kapus, azaz két gate elektroda-
val rendelkez6 MOSFET-ek,
ill. egyéb specialis kivezetések-
kel bir6 tipusok is. Jelen cikk
csak az un. n csatornas jJFET-ek-
kel, vagyis a p-n gate-csatorna
atmenetd struktaraval biro esz-
kozokkel foglalkozik. Ilyen pl.
a kozismert BF2xx tipuscsa-
lad.) A FET-ek belsé felépité-
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se, azaz struktdraja a tranzisz-
torétol lényegesen eltér. A
JFET ugyanis a drain és a sour-
ce kozott elhelyezkedd n va

p tipusu vezetd csatornabol
all, amelynek ellenallasa hata-
rozza meg a drain- vagy source
aramot. A DS-csatorna kozvet-
len kozelében, attol mintegy
~elszigetelve” helyezkedik el a
gate elektroda, amelyre a sour-
ce-hoz képest negativ feszult-
ség — azaz a dibdaatmenetnek
felfoghat6 atmenet zaréiranya
elofeszitése — a csatorna kitri-
tését, ezzel a drainaram csok-
kenését valtja ki. Igy a gate a
vezérloelektroda szerepet tolti
be. A vezérlés viszonylag szik
feszultségtartomanyon beliil
érvényesul. Van egy olyan, agy-
nevezett U, lezarasi feszultseg
(tipustol, peldanytol fiiggéen
ez —0,5 V-t6l minusz néhany
voltig terjed), amelynél a dra-
in-aram nullara csokken. Ez a
lezarasi feszultség tipustol fug-
goen valtozik. A FET vezérlése-
re alkalmas feszultség csak 0 és
U, hatarok kozott valtozhat.

A klasszikus tranzisztorhoz
képest a FET elonyei a kovetke-
z0k: a térvezérlés kovetkezté-
ben igen nagy bemeneti impe-
dancia, kivalo frekvenciaatvitel
és kisebb sajat alapzaj. Akad-
nak azonban hatranyok is a
tranzisztorokhoz képest. Ezek a
kovetkezok. A FET-es fokozat
erositése viszonylag szerény, s a
munkapont beallitasahoz sziik-
séges ellenallasok szamitasa
eleggé faradsagos annal is in-
kabb, mert a FET-ek karakte-
risztikai a tranzisztorokénal is
nagyobb szorast mutatnak.

Az egyszert FET-es feszultség-
erosito fokozat kapcsolasa az 1.
abran szerepel. A kapcsolas mé-
retezése soran meg kell hataroz-
ni az Ry drainellenallast, az R,
gate-ellenallast és az Rq source-
ellenallast. Az Ry, ellenallasra al-
talaban 560...1500 ohm koruli
érték valaszthatdé meg. Lényegeé-
ben ez az ellenallas hatarozza
meg a fokozat savszélességeét. Az
R ellenallas értékét célszeriien
néhany Mohm-ra valaszthatjuk
meg. Ennek az ellenallasnak a
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